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요약

  본 발명은 반도체 메모리 소자에 관한 것으로, 리드/라이트 동작시 공유하여 사용하던 글로벌 입출력 라인을 분리하여 사
용하며, 입출력 멀티플렉서의 구조를 변경함으로써, GIO 리피터를 사용하는 경우에 발생하던 데이터 오류를 방지한 발명
이다. 이를 위한 본 발명은, 비트라인 감지 증폭기의 출력을 입력받아 이를 증폭하여 제 1 데이터 라인으로 출력하는 메인
증폭기; 상기 제 1 데이터 라인에 접속된 입출력 멀티플렉서; 상기 제 1 데이터 라인에 접속된 리피터; 쓰기 데이터를 입력
받아 이를 제 2 데이터 라인으로 출력하는 입출력 라이트부; 및 상기 제 2 데이터 라인에 접속되어 상기 제 2 데이터 라인
에 실린 데이터를 상기 비트라인 감지증폭기로 출력하는 라이트 드라이버를 포함하여 이루어진다.

대표도

도 5

색인어

글로벌 입출력 라인, 리피터, 입출력 멀티플렉서, 커플링 노이즈

명세서

도면의 간단한 설명

  도1은 종래기술에 따른 메모리 소자에서 데이터의 입출력 경로를 개략적으로 도시한 블록도면,

  도2는 종래기술에 따른 메모리 소자에서 입출력 라이트부의 상세 회로를 도시한 회로도,

  도3은 종래기술에 따른 메모리 소자에서 입출력 멀티플렉서의 구성을 도시한 회로도,

  도4는 종래기술에 따른 메모리 소자에서 리피터(repeater)의 구조를 도시한 회로도,

  도5는 본 발명의 일실시예에 따른 메모리 소자에서 데이터의 입출력 경로를 도시한 블록도면,

  도6은 본 발명의 일실시예에 따른 메모리 소자에서 입출력 멀티플렉서의 구성을 도시한 회로도,

  도7은 본 발명의 일실시예에 사용된 클럭화된 인버터의 심볼 및 내부회로를 도시한 도면,

등록특허 10-0492907

- 1 -



  도8은 본 발명의 일실시예에 따른 메모리 소자에서 입출력 라이트부의 상세 회로를 도시한 회로도.

  *도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*

  500 : 비트라인 감지증폭기 501 : 메인 증폭기

  502 : 라이트 드라이버 503 : MOB 라인

  504 : DINB 라인 506 : 입출력 멀티플렉서

  507 : 입출력 라이트부

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 반도체 메모리 소자에 관한 것으로 특히, 리드/라이트 동작시에 공유하여 사용하던 글로벌 입출력(Global
Input Output : 이하, GIO) 라인을 리드 동작에 사용되는 MOB 라인과 라이트 동작에 사용되는 DINB 라인으로 각각 분리
하여 사용하며 또한, 입출력 멀티플렉서의 구조를 변경함으로써 리피터를 사용하는 경우에 발생하던 데이터 오류를 방지
한 메모리 소자에 관한 것이다.

  종래기술에 따른 메모리 소자에서, 글로벌 입출력 라인(Global Input Output Line : 이하, GIO Line)은 리드/라이트 동작
시에 공통으로 사용되었는데, 이와같은 리드/라이트 동작시에 개략적인 데이터의 입출력 경로를 도1에 도시하였다.

  도1을 참조하여, 셀(cell)에 저장된 데이터를 외부로 읽어내는 리드 동작에 대해 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 셀에 저장
된 데이터는 비트라인 감지증폭기(100)를 통해 출력되며, 비트라인 감지증폭기(100)의 출력은 메인 증폭기(101)를 거쳐
서 GIO 라인에 실리게 된다.

  메모리에서 GIO 라인은 매우 긴 라인이며, 때로는 그 길이가 8000㎛가 넘기도 한다. 따라서 이와같이 부하가 큰 GIO 라
인을 구동하기 위해 메인 증폭기(101)가 사용된다. 그러나 메인 증폭기(101)를 사용하여 GIO 라인에 신호를 인가하더라
도, GIO 라인에 존재하는 큰 부하때문에 신호의 속도가 감소하므로, 이를 보완해 줄 목적으로 리피터(repeater)를 GIO 라
인에 접속하여 사용한다. 도1에는 리피터는 도시되지 않았으며, 리피터의 구성에 대해서는 후술한다.

  이와같이 메인증폭기(101)를 거쳐 GIO 라인에 실린 데이터는 입출력 멀티플렉서(103)로 입력된 후, 입출력 멀티플렉서
(103)에서 선택적으로 출력되어 데이터 출력 버퍼(미도시)로 출력된다. 여기서, 입출력 멀티플렉서(103)는 x4, x8 ,x16
모드 등 데이터 폭(data width)에 따른 모드 구별 및 병렬 테스트 모드를 위해 사용된다.

  다음으로, 도1을 참조하여 셀에 데이터를 저장하는 라이트 동작에 대해 살펴본다. 셀에 저장하고자 하는 입력데이터
(DIN)는 데이터 입력 드라이버(미도시)를 통해 입출력 라이트부(104)로 입력되며, 입출력 라이트부(104)는 입력된 데이
터를 증폭하여 GIO 라인으로 출력한다. GIO 라인에 실린 입력데이터는 라이트 드라이버(102)로 입력된 후, 비트라인 감지
증폭기(100)를 거쳐 셀에 저장된다.

  이와같이 종래기술에 따른 메모리 소자에서는 리드 동작과 라이트 동작시에 GIO 라인을 공유하여 사용하였으며, 또한
GIO 라인의 신호전달 속도를 증가시키기 위해서 리피터를 사용하였다. 이와같은 리피터를 사용하는 경우, 노이즈에 민감
한 리피터는 GIO 라인에 실린 데이터를 뒤집어 버리는 오류를 발생시킬 수 있었는데, 이에 대해서는 도2 내지 도4를 참조
하여 설명한다.

  도2 내지 도4를 참조하여 설명하기에 앞서, 'H' 는 논리하이(logic high)를 뜻하며, 'L'는 논리로우(logic low)를 뜻하기로
하며 이를 참조하여 설명한다.

  도2는 도1에 도시된 종래기술에 따른 메모리 소자에서, 입출력 라이트부(104)의 상세구성을 도시한 회로도로서, 이를 참
조하여 입출력 라이트부의 구성을 설명하면 다음과 같다.

  입출력 라이트부(104)는 전원전압단과 노드 A 사이에 접속되어 있으며 게이트로 DINST 신호를 입력받는 PMOS 트랜지
스터(205)와, 전원전압단과 노드 A 사이에 접속되어 있으며 게이트는 노드 B에 연결된 PMOS 트랜지스터(206)와, 전원전
압단과 노드B 사이에 접속되어 있으며 게이트는 노드 A에 연결된 PMOS 트랜지스터(208)와, 전원전압단과 노드 B 사이
에 접속되어 있으며 게이트로 DINST 신호를 입력받는 PMOS 트랜지스터(209)와, 노드 A와 노드 B 사이에 접속되어 있으
며 게이트로 DINST 신호를 입력받는 PMOS 트랜지스터(207)와, 노드 A에 드레인(drain)이 접속되며 게이트는 노드 B에
연결된 NMOS 트랜지스터(203)와, NMOS 트랜지스터(203)의 소스(source)와 노드 C 사이에 접속되어 있으며 게이트로
정 데이터 입력신호(DIN 신호)을 입력받는 NMOS 트랜지스터(201)와, 노드 B에 드레인이 접속되며 게이트는 노드 A에
연결된 NMOS 트랜지스터(204)와, NMOS 트랜지스터(204)의 소스와 노드 C 사이에 접속되어 있으며 게이트로 부 데이터
입력신호(DINB 신호)를 입력받는 NMOS 트랜지스터(202)와, 노드 C와 접지단 사이에 접속되어 있으며 게이트로 DINST
신호를 입력받는 NMOS 트랜지스터(200)와, 노드 B에 연결되어 노드 B의 신호를 반전하여 출력하는 인버터(210)와, 상기
인버터(210)의 출력을 반전하여 출력하는 인버터(211)와, 노드 A에 연결되어 노드 A의 신호를 반전하여 출력하는 인버터
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(212)와, 전원전압단과 노드 D 사이에 접속되어 있으며 게이트로 인버터(211)의 출력을 입력받는 PMOS 트랜지스터
(213)와, 노드 D와 접지단 사이에 접속되어 있으며 게이트로 인버터(212)의 출력을 입력받는 NMOS 트랜지스터(214)와,
노드 D의 신호를 GIO 라인으로 출력하는 래치(215)를 포함하여 구성되어 있다.

  DINST 신호는 데이터 입력 스트로브(input data strobe) 신호로서, DINST 신호가 'H' 로 활성화된 경우에는, 입출력 라
이트부(104)가 동작을 시작하여, NMOS 트랜지스터(202)의 게이트로 입력되는 부 데이터입력(DINB)이 GIO 라인에 실리
게 된다.

  이를 좀더 상세히 설명하면 다음과 같다. 먼저, DINST 신호가 'L' 로 비활성화된 경우에는, NMOS 트랜지스터(200)는 턴
-오프되고, PMOS 트랜지스터(205, 209)는 턴 온되므로, 노드 A 및 노드 B는 모두 'H' 가 된다.

  따라서, 인버터(210)와 인버터(212)의 입력은 모두 'H'가 되며, 결과적으로 PMOS 트랜지스터(213)와 NMOS 트랜지스
터(214)는 모두 턴 오프되므로, 입출력 라이트부(104)는 동작하기 않는다. 따라서, GIO 라인에는 새로운 신호가 실리는 것
이 아니라 래치(215)에 저장된 신호를 유지하고 있다.

  다음으로 DINST 신호가 'H'로 천이하여 활성화되고, 'H' 인 DIN 신호와 'L' 인 DINB 신호가 각각 인가된 경우를 살펴보
면 다음과 같다.

  먼저, DINST 신호가 'H'로 천이하기 전에는 'L' 였으므로, 노드 A와 노드 B는 'H' 상태에 있다. 따라서 노드 B에 게이트가
연결된 NMOS 트랜지스터(203)와 노드 A에 게이트가 연결된 NMOS 트랜지스터(204)는 턴 온 상태에 있다.

  DINST 신호가 'H' 로 천이하면 입출력 라이트부(104)가 동작을 시작하는데,턴온 상태에 있는 NMOS 트랜지스터(203)
와 더불어, 게이트로 'H' 인 DIN 신호를 입력받는 NMOS 트랜지스터(201)가 턴 온됨에 따라, 노드 A의 전압은 감소하기
시작한다.

  반면에, NMOS 트랜지스터(202)의 게이트로는 'L' 인 DINB 신호가 입력되므로, 노드 B의 전압은 감소하지 않고 'H' 상태
를 유지한다. 또한, 노드 A의 전압이 감소함에 따라, PMOS 트랜지스터(208)는 턴온되고 NMOS 트랜지스터(204)는 턴 오
프되므로, 노드 B는 더욱 강한 'H' 상태가 된다.

  이와같이 노드 B가 강한 'H' 상태가 될 수록, NMOS 트랜지스터(203)는 더욱 강하게 턴온되고, PMOS 트랜지스터(206)
는 더욱 강하게 턴 오프되므로, 노드 A의 전압은 더욱 더 빨리 감소하게 된다.

  결과적으로 노드 A는 'L' 상태가 되며, 인버터(212)의 출력은 'H' 가 되어 NMOS 트랜지스터(214)를 턴온 시킨다. 따라
서, 노드 B는 'H' 상태가 되며, 인버터(211)의 출력은 'H' 가 되어 PMOS 트랜지스터(213)를 턴 오프 시킨다. 따라서,
DINB 로 입력되었던 'L' 가 GIO 라인으로 출력됨을 알 수 있다.

  전술한 바와 반대의 경우 즉, DIN 신호가 'L' 이며 DINB 신호가 'H' 인 경우에는, DINB 신호인 'H' 가 GIO 라인으로 출력
된다.

  이와같이 동작을 하는 입출력 라이트부(104)는 다이내믹(dynamic) 타입으로 구성되어 있어, 전류 소모가 많은 단점이
있었으며, 또한, 레이아웃(layout) 시에는 대칭적으로 레이아웃 하여야 하는 문제가 있었다.

  도3은 도1에 도시된 종래기술에 따른 메모리 소자에서, x8 모드용 입출력 멀티플렉서(103)의 상세구성을 도시한 회로도
로서, 이를 참조하여 입출력 멀티플렉서(103)의 구성을 설명하면 다음과 같다.

  x8 모드용 입출력 멀티플렉서(103)는 어드레스 신호인 Y11 신호를 입력받아 이를 반전시켜 출력하는 인버터(300)와,
x8 신호와 인버터(300)의 출력을 입력받는 낸드게이트(301)와, x8 신호와 Y11 신호를 입력받는 낸드게이트(302)와, 낸
드게이트(302)의 출력을 반전하여 출력하는 인버터(304)와, 낸드게이트(301)의 출력을 반전하여 출력하는 인버터(305)
와, WT 신호을 입력받아 이를 반전하여 출력하는 인버터(303)와, 인버터(303)의 출력과 인버터(304)의 출력을 입력받는
낸드게이트(306)와, 인버터(303)의 출력과 인버터(305)의 출력을 입력받는 낸드게이트(307)와, 낸드게이트(306)의 출력
에 제어받아 GIO<0> 신호를 멀티플렉서의 출력단인 MX_OUT 으로 출력하는 전송게이트(308)와, 낸드게이트(307)의 출
력에 제어받아 GIO<1> 신호를 멀티플렉서의 출력단인 MX_OUT으로 출력하는 전송게이트(309)와, 멀티플렉서의 출력단
에 연결된 래치(310)로 구성되어 있다.

  도3에 도시된 입출력 멀티플렉서는 x8 모드용 멀티플렉서이며, x8 모드에서 리드 동작시에는 GIO 라인에 실린 데이터
중 일부만이 멀티플렉서의 출력단인 MX_OUT으로 출력된다.

  즉, x8 모드에서는 총 16개의 GIO<0,15> 신호중에서 8 개의 신호만이 멀티플렉서의 출력이 되야 하므로, GIO<0,1> 중
에서 1개의 신호, GIO<2,3> 중에서 1개의 신호, GIO<4,5> 중에서 1개의 신호,....GIO<14,15> 중에서 1개의 신호가 멀티
플렉서의 출력이 된다. 이때, GIO<0,1> 중에서 1개의 신호를 선택하는 제어신호가 Y11 신호이다.

  도3에 도시된 입출력 멀티플렉서는 x8 모드용 멀티플렉서이므로, x8 모드가 아닌 경우에는, 입출력 멀티플렉서의 출력
은 래치(310)에 저장된 값을 그대로 유지한다. 또한, 입출력 멀티플렉서의 리드 동작에서만 새로운 값을 출력하므로, 라이
트 동작시에도 래치(310)에 저장된 값을 그대로 유지한다.

  도3에 도시된 WT 신호는 라이트 동작시에 'H'로 활성화되는 신호이며, 리드 동작시에는 'L'로 비활성화된다. 또한, x8 신
호는 x8 모드시에 'H'로 활성화되며, x8 모드가 아닌 경우에는 'L'로 비활성화 된다.
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  전술한 바와같이, 도3에 도시된 입출력 멀티플렉서는 리드동작시 즉, WT 신호가 'L'로 비활성화되었을 때, Y11 신호에
따라, 메인 증폭기의 출력인 GIO<0,1> 중 어느 하나를 출력한다. 즉, Y11 신호가 'H' 인 경우에는 GIO<0>이 전송게이트
(308)를 통과하여 입출력 멀티플렉서의 출력이 되며, Y11 신호가 'L' 인 경우에는 GIO<1>이 전송게이트(309)를 통과하여
입출력 멀티플렉서의 출력이 된다.

  WT 신호가 'H'로 활성화된 경우에는 라이트 동작이 수행되는 경우이므로, 입출력 멀티플렉서는 동작하지 않음은 전술한
바와같다. 즉, WT 신호가 'H'로 활성화됨에 따라, 낸드게이트(306, 307)는 논리 'H'를 출력하며, 결과적으로, 전송게이트
(308, 309)는 오프되므로, MX_OUT은 래치(310)에 저장된 데이터를 유지한다.

  또한, x8 모드가 아닌 경우에는 x8 신호가 'L' 로 비활성화되어 있으므로, 낸드게이트(301, 302)는 'H'를 출력하며, 낸드
게이트(306, 307) 역시 'H'를 출력하게 되므로, 결과적으로 전송게이트(309, 309)는 오프되어, MX_OUT은 래치(310)에
저장된 이전 데이터를 유지한다.

  도1 내지 도3에 도시된 바와같이, 리드/라이트 동작에서 GIO 라인을 공유하는 종래의 메모리 소자에서 리드/라이트 동작
을 살펴본다.

  먼저, N-1 번째 클럭에서 셀에 저장된 'H' 데이터를 리드하는 경우에는, 셀에 저장된 'H' 데이터는 비트라인 감지증폭기
(100), 메인 증폭기(101), GIO 라인 및 입출력 멀티플렉서(103)를 경유하여 출력된다.

  리드 동작이므로 입출력 멀티플렉서(103)에 구비된 전송게이트(308, 309)는 턴온 되어, GIO 라인에 실린 'H' 데이터가
입출력 멀티플렉서의 출력이 되며, 입출력 멀티플렉서의 출력단에 구비된 래치(310)에는 'H' 데이터가 저장된다.

  다음으로, N 번째 클럭에서 'L' 데이터를 셀에 라이트 하는 경우에, 셀에 라이트 하고자 하는 'L' 데이터는 입출력 라이트
부(104), GIO 라인, 라이트 드라이버(102), 비트라인 감지증폭기(100)를 경유하여 셀에 저장된다.

  이와같은 라이트 동작에서는 도3에 도시된 WT 신호가 'H'로 활성화되어, 전송게이트(308, 309)는 오프되므로, 입출력
멀티플렉서(103)의 출력단에 구비된 래치(310)에 저장된 값은 변하지 않는다. 즉, 래치(310)는 N-1 번째 클럭에서 래치
하고 있던 'H' 데이터를 그대로 래치하고 있다.

  다음으로, N+1 번째 클럭에서 'L' 데이터를 리드하는 경우에는, 셀에 저장된 'L' 데이터는 비트라인 감지증폭기(100), 메
인 증폭기(101), GIO 라인 및 입출력 멀티플렉서(103)를 경유하여 출력된다.

  리드 동작이므로 입출력 멀티플렉서(103)에 구비된 전송게이트(308, 309)는 턴온 되어, GIO 라인에 실린 'L' 데이터가
입출력 멀티플렉서의 출력이 되며, 입출력 멀티플렉서의 출력단에 구비된 래치(310)를 반전시킨다. 즉, 래치(310)는 'H'
데이터를 래치하고 있었는데, N+1 번째 클럭에서는 'L' 데이터를 래치하게 된다.

  이때, GIO 라인은 메인 증폭기(101)를 통해 구동되므로, GIO 라인에 실린 'L' 데이터는 입출력 멀티플렉서의 출력단에 구
비된 래치(310)를 충분히 반전시킬 수 있는 구동력을 가지고 있다.

  즉, 리드동작시에 전송게이트(308) 또는 전송게이트(309)가 온 되어, GIO 라인과 래치(310)간에 전하공유(charge
sharing)가 생기더라도, 메인 증폭기에 의해 구동되는 GIO 라인은 래치(310)를 반전시킬 수 있다.

  하지만, GIO 라인의 신호전달 속도를 증가시키기 위해서 GIO 라인에 리피터를 접속하여 사용하는 경우에는 문제가 발생
한다. 리피터는 신호전달 속도의 증가를 위해서 사용되는 소자로서, 논리임계전압(logic threshold voltage)을 조절하여
신호의 빠른 천이(transition)를 이루기 위한 소자이다.

  도4는 통상적인 리피터의 구성을 도시한 도면으로, 리피터는 GIO 라인에 접속된 래치(400)와, GIO 라인에 각각 접속되
어 GIO 라인의 신호를 반전하여 출력하는 인버터(401) 및 인버터(402)와, 전원전압단에 소스가 연결되어 있으며 게이트
로 GIO 라인의 신호가 지연된 신호를 입력받는 PMOS 트랜지스터(405)와, PMOS 트랜지스터(405)의 드레인과 GIO 라인
사이에 접속되며 게이트로 인버터(401)의 출력을 입력받는 PMOS 트랜지스터(403)와, 접지단에 소스가 연결되어 있으며
게이트로 GIO 라인의 신호가 지연된 신호를 입력받는 NMOS 트랜지스터(406)와, NMOS 트랜지스터(406)의 드레인과
GIO 라인 사이에 접속되며 게이트로 인버터(402)의 출력을 입력받는 NMOS 트랜지스터(404)와, GIO 라인에 접속되어 지
연된 GIO 신호를 PMOS 트랜지스터(405)의 게이트와 NMOS 트랜지스터(406)의 게이트로 출력하는 가변 지연소자(407)
를 포함하여 구성되어 있다.

  GIO 신호가 입력되는 인버터(401)는 PMOS 트랜지스터와 NMOS 트랜지스터로 구성된 시모스 인버터(CMOS
INVERTER)로 구성되어 있으며, 시모스 인버터를 구성하는 PMOS 트랜지스터와 NMOS 트랜지스터의 크기 비율이 1.8/
30 정도로 설계한다. 이와같은 크기 비율을 갖는 인버터(401)는 NMOS 트랜지스터가 PMOS 트랜지스터에 비해 매우 크
기 때문에, 'H' 에서 'L' 로 빠르게 천이할 수 있다.

  마찬가지로, GIO 신호가 입력되는 인버터(402)는 시모스 인버터(CMOS INVERTER)로 구성되어 있으며, 시모스 인버터
를 구성하는 PMOS 트랜지스터와 NMOS 트랜지스터의 크기 비율이 12/1.8 정도로 설계한다. 이와같은 크기 비율을 갖는
인버터(402)는 PMOS 트랜지스터가 NMOS 트랜지스터에 비해 매우 크기 때문에, 'L' 에서 'H' 로 빠르게 천이할 수 있다.

  이와같은 점을 참조하여 리피터의 동작을 살펴보면 다음과 같다.
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  먼저, GIO 신호가 'L' 상태였다가 'H'로 천이하는 경우를 예로 들어 리피터의 동작을 설명하면 다음과 같다.

  처음에 GIO 신호는 'L' 이므로 인버터(401)의 출력은 'H'가 되어 PMOS(403)는 턴 오프된다. 또한, 인버터(402)의 출력
역시 'H'가 되므로, NMOS(404)는 턴 온된다. 또한, 가변지연소자는 지연된 'L' 신호를 출력하므로 PMOS 트랜지스터
(405)는 턴 온되고, NMOS 트랜지스터(406)는 턴 오프된다.

  비록, PMOS 트랜지스터(405)와 NMOS 트랜지스터(404)가 턴 온되어 있더라도, PMOS 트랜지스터(403)와 NMOS 트랜
지스터(406)가 턴 오프되어 있기 때문에, GIO 라인과 전원전압단 또는 GIO 라인과 접지단 사이의 전류패스가 형성되지 않
아 GIO 라인은 'L'를 유지한다.

  이어서, GIO 라인이 'L'에서 'H'로 천이하면, PMOS 트랜지스터(403)는 턴 온되고, NMOS 트랜지스터(404)는 턴 오프된
다. 이때, 가변지연소자(407)의 출력은 아직까지는 'L' 상태이다. 즉, GIO 라인이 'H'로 천이되기 전의 'L' 신호가 지연되어
출력되기 때문이다.

  따라서, 가변지연소자(407)의 출력이 아직까지는 'L' 이기 때문에 PMOS 트랜지스터(405)는 턴 온되고, NMOS 트랜지스
터(406)는 턴 오프된 상태로 있다.

  이와같이, PMOS 트랜지스터(405)와 PMOS 트랜지스터(403)가 동시에 턴 온되어 있기 때문에, GIO 라인은 'H' 로 구동
시킬 수 있다.

  이와같은 동작을 수행하는 리피터는 노이즈(noise)에 매우 민감한 소자이기 때문에, 'L' 데이터를 전달하고 있는 GIO 라
인과 'H' 데이터를 래치하고 있는 래치(310) 간에 전하공유가 일어날 경우, 메인 증폭기(101)의 출력에 상관없이 GIO 라인
을 'H'로 만들어 버린다.

  즉, 리드동작에서 읽고자 하는 데이터는 메인 증폭기(101)의 출력인데, 엉뚱하게 입출력 멀티플렉서의 래치에 저장된 값
이 리드되는 오류가 발생한다. 특히, GIO 라인의 폭과 간격을 충분히 확보하지 못하여, GIO 라인에 노이즈 커플링이 생기
는 경우에는 이와같은 문제가 더욱 심각해 진다.

  이와같이 리피터를 사용하는 경우에 오류가 발생하는 일예로, N-1 번째 클럭에서 'H' 데이터를 리드하고, N 번째 클럭에
서 'L' 데이터를 라이트 하고, N+1 번째 클럭에서 'L' 데이터를 리드하는 경우를 예로 들어 설명하였지만, 이와같은 경우
이외에도 N-1 번째 클럭에서 'H' 데이터를 리드하고, N 번째 클럭에서 'L' 데이터를 리드하는 경우 또는 N-1 번째 클럭에
서 'L' 데이터를 리드하고, N 번째 클럭에서 'H' 데이터를 리드하는 경우에도 데이터 오류가 발생할 수 있다.

  즉, 리드동작에서 읽고자 하는 데이터와 현재 입출력 멀티플렉서의 래치에 저장된 데이터가 극성이 다른 경우에는 이와
같은 데이터 오류가 발생할 수 있다.

  그리고 이와같은 데이터 오류는, 리드/라이트 동작시에 GIO 라인을 공유함에 따라 더욱 심각해 질 수 있는데 이에 대해서
설명하면 다음과 같다.

  N-1 번째 클럭에서 'H' 데이터를 리드하고 N 번째 클럭에서 'H' 데이터를 라이트하고 N+1 번째 클럭에서 'L' 데이터를
리드하는 경우를 가정한다.

  먼저, N-1 번째 클럭에서 'H' 데이터를 리드하므로, 입출력 멀티플렉서의 래치(310)는 'H' 데이터를 래치하고 있다. 다음
으로 N 번째 클럭에서는 'H' 데이터를 라이트 하므로 GIO 라인도 'H' 상태가 된다.

  다음으로, N+1 번째 클럭에서 'L' 데이터를 리드하는 경우에는 전술한 바와같은 전하공유 때문에 리피터 사용에 의한 오
류가 발생하는데, 입출력 멀티플렉서의 래치(310)와 GIO 라인이 모두 'H' 상태에 있으므로, 'L' 데이터를 리드하는 동작에
서 전하공유가 더욱 심화되어 리피터 사용시의 데이터 오류를 악화시킬 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 리드/라이트 동작시에 GIO 라인을 분리하여 사용하고, 입출력
멀티플렉서의 구조를 변경하여 리피터 사용시의 오류를 방지한 메모리 소자를 제공함을 그 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

  상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 비트라인 감지 증폭기의 출력을 입력받아 이를 증폭하여 제 1 데이터 라인으로
출력하는 메인 증폭기; 상기 제 1 데이터 라인에 접속된 입출력 멀티플렉서; 상기 제 1 데이터 라인에 접속된 리피터; 쓰기
데이터를 입력받아 이를 제 2 데이터 라인으로 출력하는 입출력 라이트부; 및 상기 제 2 데이터 라인에 접속되어 상기 제 2
데이터 라인에 실린 데이터를 상기 비트라인 감지증폭기로 출력하는 라이트 드라이버를 포함하여 이루어진다.

  본 발명은 리드/라이트 동작시에 GIO 라인을 각각 분리하여 사용하며, 또한 입출력 멀티플렉서의 구조를 변경하여 리피
터를 사용할 경우에 발생하던 오류를 방지하였으며 또한, 다이내믹 타입의 입출력 라이트부를 스태틱 타입의 입출력 라이
트부로 변경하여 전류소모를 감소시킨 발명이다.

등록특허 10-0492907

- 5 -



  이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 정도
로 상세히 설명하기 위하여, 본 발명의 가장 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.

  먼저, 도5는 본 발명의 일실시예에 따른 메모리 소자에서, 리드/라이트 동작시에 데이터의 입출력 경로를 도시한 블록도
면으로 이를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 메모리 소자는, 메모리에 저장된 데이터를 증폭시켜 입출력하는 비트라
인 감지증폭기(500)와, 비트라인 감지증폭기의 출력인 리드데이터를 증폭하여 MOB(Main Amp Output Bar) 라인(503)
으로 출력하는 메인 증폭기(501)와, MOB 라인(503)에 실린 데이터를 선별적으로 출력하는 입출력 멀티플렉서(506)와,
데이터 입력 드라이버(미도시)로부터 라이트 데이터를 입력받아 이를 DINB 라인(504)으로 출력하는 입출력 라이트부
(507)와, DINB 라인(504)으로부터 라이트 데이터를 입력받아 비트라인 감지증폭기(500)로 출력하는 라이트 드라이버
(502)와, MOB 라인(503)에 연결된 리피터(505)를 포함하여 구성되어 있다.

  도5를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 메모리 소자에서는 리드 동작시에는 셀에 저장된 데이터가 MOB 라인(503)
을 사용하여 출력되며, 라이트 동작시에는 DINB 라인(504)을 사용하여 데이터가 셀에 저장되고 있음을 알 수 있다.

  도5를 참조하여 셀(cell)에 저장된 데이터를 외부로 읽어내는 리드 동작에 대해 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 셀에 저장된
데이터는 비트라인 감지증폭기(500)를 통해 출력되며, 비트라인 감지증폭기(500)의 출력은 메인 증폭기(501)를 거쳐서
MOB 라인(503)에 실리게 된다.

  이와같이 메인증폭기(501)를 거쳐 MOB 라인(503)에 실린 데이터는 입출력 멀티플렉서(506)로 입력된 후, 입출력 멀티
플렉서에서 선택적으로 출력되어 데이터 출력 버퍼(미도시)로 출력된다. 여기서, 입출력 멀티플렉서(506)는 x4, x8 ,x16
모드 등 데이터 폭(data width)에 따른 모드 구별 및 병렬 테스트 모드를 위해 사용됨은 종래기술과 같다.

  다음으로, 셀에 데이터를 저장하는 라이트 동작에 대해 살펴본다. 셀에 저장하고자 하는 입력데이터(DIN)는 데이터 입력
드라이버(미도시)를 통해 입출력 라이트부(507)로 입력되며, 입출력 라이트부(507)는 입력된 데이터를 DINB 라인(504)
으로 출력한다. DINB 라인(504)에 실린 입력데이터는 라이트 드라이버(502)로 입력된 후, 비트라인 감지증폭기(500)를
거쳐 셀에 저장된다.

  도5에 도시된 입출력 라이트부(507)는 종래의 다이내믹 타입이 아니라 스태틱(static) 타입으로 구성되어 전류소모를 감
소시켰는데, 이에 대해서는 도8을 참조하여 후술한다.

  이와같이 본 발명의 일실시예에서는 리드/라이트 동작시에 공유하여 사용하던 GIO 라인을 리드동작시에 사용되는 MOB
라인과, 라이트 동작시에 사용되는 DINB 라인으로 각각 분리하여 사용하였으며 또한, 입출력 멀티플렉서의 구조를 변경
하였기 때문에, 종래에 문제가 되던 리피터 사용시의 문제점을 해결할 수 있다.

  도6은 본 발명의 일실시예에 따른 x8 모드용 입출력 멀티플렉서(506)의 상세구성을 도시한 회로도로서, 본 발명의 일실
시예에 따른 입출력 멀티플렉서에서는 종래에 사용되던 전송게이트 대신에 클럭화된 인버터(clocked inverter)를 사용하
여, MOB 라인(503)과 입출력 멀티플렉서(506)의 출력단에 구비된 래치와의 전하공유를 근본적으로 차단하였다.

  도6에 도시된 입출력 멀티플렉서는 전송게이트 대신에 클럭화된 인버터를 사용하였다는 점을 제외하면, 종래기술에 따
른 입출력 멀티플렉서와 동일하다.

  즉, 본 발명의 일실시예에 따른 입출력 멀티플렉서는, 어드레스 신호인 Y11 신호와 x8 모드신호 및 라이트 동작시에 'H'
로 활성화되는 신호인 WT 신호를 입력받아 클럭화된 인버터를 제어하기 위한 제어신호를 출력하는 제어부(610)와,
MOB<0,1> 신호가 각각 입력되는 클럭화된 인버터(620, 630)와, 클럭화된 인버터(620, 630)의 출력단에 구비된 래치
(640)로 이루어져 있다.

  여기서 제어부(610)는 어드레스 신호인 Y11 신호를 입력받아 이를 반전시켜 출력하는 인버터(600)와, x8 신호와 인버터
(600)의 출력을 입력받는 낸드게이트(601)와, x8 신호와 Y11 신호를 입력받는 낸드게이트(602)와, 낸드게이트(602)의
출력을 반전하여 출력하는 인버터(604)와, 낸드게이트(601)의 출력을 반전하여 출력하는 인버터(605)와, WT 신호을 입
력받아 이를 반전하여 출력하는 인버터(603)와, 인버터(603)의 출력과 인버터(604)의 출력을 입력받는 낸드게이트(606)
와, 인버터(603)의 출력과 인버터(605)의 출력을 입력받는 낸드게이트(607)로 구성되어 있다.

  또한, 클럭화된 인버터(620)는 상기 낸드게이트(606)의 출력에 제어받아 입력받은 MOB<0> 신호를 반전하여 출력하며,
클럭화된 인버터(630)는 상기 낸드게이트(607)의 출력에 제어받아 입력받은 MOB<1> 신호를 반전하여 출력한다.

  그리고, 클럭화된 인버터(620, 630)의 출력단에는 래치(640)가 접속되어 있다.

  도6에 도시된 입출력 멀티플렉서는 x8 모드용 멀티플렉서이며. x8 모드에서 리드 동작시에는, MOB 라인에 실린 데이터
중 일부만이 멀티플렉서의 출력단인 MX_OUT으로 출력된다.

  즉, x8 모드에서는 총 16개의 MOB<0,15> 신호중에서 8 개의 신호만이 멀티플렉서의 출력이 되야 하므로, MOB<0,1>
중에서 1개의 신호, MOB<2,3> 중에서 1개의 신호, MOB<4,5> 중에서 1개의 신호,....MOB<14,15> 중에서 1개의 신호가
멀티플렉서의 출력이 된다. 이때, MOB<0,1> 중에서 1개의 신호를 선택하는 제어신호가 Y11 신호이다.

  도6에 도시된 WT 신호는 라이트 동작시에 'H'로 활성화되는 신호이며, 리드 동작시에는 'L'로 비활성화된다. 또한, x8 신
호는 x8 모드시에 'H'로 활성화되며, x8 모드가 아닌 경우에는 'L'로 비활성화 된다.
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  전술한 바와같이, 도6에 도시된 입출력 멀티플렉서는 리드동작시 즉, WT 신호가 'L'로 비활성화되었을 때, Y11 신호에
따라, 메인 증폭기의 출력인 MOB<0,1> 중 어느 하나를 출력한다. 즉, Y11 신호가 'H' 인 경우에는 MOB<0>이 클럭화된
인버터(620)의 출력이 되며, Y11 신호가 'L' 인 경우에는 MOB<1>이 클럭화된 인버터(630)출력이 된다.

  WT 신호가 'H'로 활성화된 경우에는 라이트 동작이 수행되는 경우이므로, 입출력 멀티플렉서는 동작하지 않음은 전술한
바와같다. 즉, WT 신호가 'H'로 활성화됨에 따라, 낸드게이트(606, 607)는 논리 'H'를 출력하며, 결과적으로, 클럭화된 인
버터(620, 630)의 출력은 플로팅(floating) 상태가 되므로, MX_OUT은 래치(640)에 저장된 이전 데이터를 유지한다.

  또한, x8 모드가 아닌 경우에는 x8 신호가 'L' 로 비활성화되어 있으므로, 낸드게이트(601, 602)는 'H'를 출력하며, 낸드
게이트(606)와 낸드게이트(607) 역시 'H'를 출력하게 되므로, 결과적으로 클럭화된 인버터(620) 및 클럭화된 인버터(630)
의 출력은 플로팅(floating) 상태가 되므로, MX_OUT은 래치(640)에 저장된 이전 데이터를 유지한다.

  도6을 참조하면, 리드 동작시에 클럭화된 인버터가 동작하여도 MOB 라인과 래치(640)와의 전하공유는 일어나지 않는
다. 즉, MOB 라인은 클럭화된 인버터(620, 630)의 게이트로 인가되기 때문에, 전하공유가 발생하지 않는다.

  도7은 본 발명의 일실시예에서 사용된 클럭화된 인버터의 심볼(symbol) 및 회로도를 도시한 도면으로, 도7의 (a)에 도시
된 심볼은 클럭화된 인버터의 간략한 심볼을 도시하고 있다.

  도7의 (a)에 도시된 심볼을 좀 더 상세히 나타낸 것이, 도7의 (b)에 도시된 회로이다. 클럭화된 인버터는 클럭신호와 인버
터(701)를 통해 반전된 클럭신호 및 입력신호(IN)를 입력받는 인버터(702)로 구성되어 있으며, 이를 좀더 상세히 도시한
도면이 도7의 (c)에 도시된 회로도이다.

  도7의 (c)를 참조하면 클럭화된 인버터는, 전원전압단과 접지단 사이에 PMOS 트랜지스터(704, 705)와 NMOS 트랜지스
터(706, 707)가 직렬로 연결되어 있으며, PMOS 트랜지스터(704)는 게이트로 클럭을 입력받고, NMOS 트랜지스터(707)
는 반전된 클럭을 게이트로 입력받는다. 또한, PMOS 트랜지스터(705)와 NMOS 트랜지스터(706)의 게이트로는 입력신호
(IN)가 인가된다.

  이와같은 클럭화된 인버터는 클럭신호가 'L' 인 경우에만 인버터 역할을 수행하며, 클럭신호가 'H' 인 경우에는 출력이 플
로팅(floating) 상태가 되어 인버터로 동작하지 않는다.

  즉, 클럭이 'L' 인 경우에는 PMOS 트랜지스터(704)와 NMOS 트랜지스터(707)가 턴 온되므로 통상적인 인버터로서의 동
작을 수행하며, 클럭이 'H' 인 경우에는 PMOS 트랜지스터(704)와 NMOS 트랜지스터(707)가 턴 오프되므로 출력이 플로
팅 상태가 된다.

  도7에 도시된 바와같은 구조를 갖는 클럭화된 인버터가 도6에 도시된 입출력 멀티플렉서에 사용되므로, MOB<0> 라인
과 MOB<1> 라인은 클럭화된 인버터의 게이트단(좀 더 상세히 설명하면, 도7의 (c)에 도시된 PMOS 트랜지스터(705)의
게이트와 NMOS 트랜지스터의 게이트(706)로 입력되기 때문에 MOB 라인과 래치(640)간에 전하공유가 일어나지 않는다.

  도8은 본 발명의 일실시예에 따라 스태틱 타입(static type)으로 구성된 입출력 라이트부(507)의 상세구성을 도시한 회
로도로서, 본 발명의 일실시예에 따라 이중데이터율 동기식 디램(Double Data Rate Synchronos Dynamic Random
Access Memory : DDR SDRAM)에 적용된 입출력 라이트부의 상세구성을 도시한 회로도이다.

  도8을 참조하면, 본원발명의 일실시예에서 사용된 입출력 라이트부(507)는 종래의 다이내믹 타입과 달리, 전원전압
(VCC)과 접지전압(VSS) 사이의 다이렉트 패스(direct path)를 없앤 스태택 타입으로 구성되어 있다.

  본 발명의 일실시예에 따라 스태틱 타입으로 구성된 입출력 라이트부는, 입력된 데이터가 제어신호에 따라 선택적으로
출력되는 전송게이트부(820)와, 상기 전송게이트부(820)의 출력을 DINB 라인으로 전달하기 위한 구동부(830) 및 상기
전송게이트부(820)와 상기 구동부(830)를 제어하기 위한 신호를 발생하는 제어부(840)로 구성된다.

  여기서, 전송게이트부(820)는 DIN_R<0> 신호를 입력받는 전송게이트(802)와 와 DIN_F<0> 신호를 입력받는 전송게이
트(803)로 이루어지며, 상기 전송게이트(820)부는 제어신호인 EV/ODD 신호에 따라 DIN_R<0> 신호와 DIN_F<0> 신호
중 어느 하나를 출력한다.

  제어부(840)는 DINST 신호를 입력받아 이를 반전하여 출력하는 인버터(800)와, 인버터(80)의 출력을 반전하여 출력하
는 인버터(801)와, EV/OD 신호를 입력받아 이를 반전하여 출력하는 인버터(804)로 구성되어 있다.

  구동부(840)는 상기 전송게이트부(820)의 출력을 입력받아 이를 반전하여 출력하는 클럭화된 인버터(805)와, 클럭화된
인버터(805)의 출력을 래치하고 있는 인버터(807) 및 클럭화된 인버터(806)와, 클럭화된 인버터(805)의 출력을 반전하여
출력하는 클럭화된 인버터(808)와, 클럭화된 인버터(808)의 출력을 래치하고 있는 인버터(810) 및 클럭화된 인버터(809)
로 구성되어 있다.

  도8에서 DINST 신호는 데이터 입력 스트로브(input data strobe) 신호로서, DINST 신호에 동기되어, DIN_R 신호 또는
DIN_F 신호 중 어느 하나의 신호가 EV/OD 신호에 따라 DINB 라인에 실린다.
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  그리고, EV/OD 신호는 DDR SDRAM 에서 이븐(Even), 오드(Odd)를 의미하는 신호이며, DIN_R<0> 신호는 클럭의 라
이징(Rising) 엣지(Edge)에 동기되는 신호를 의미하고, DIN_F<0> 신호는 클럭의 폴링(Falling) 엣지에 동기되는 신호를
의미한다.

  EV/OD 신호가 'H' 인 경우에는 DIN_F<0> 신호가 클럭화된 인버터(805)의 입력이 되며, EV/OD 신호가 'L' 인 경우에는
DIN_R<0> 신호가 클럭화된 인버터(805)의 입력이 된다.

  이와같은 점을 참조하여, EV/OD 신호가 'H' 이고, DINST 신호가 'L'에서 'H'로 활성화 될때, 본 발명의 일실시예에 따라
스태틱 타입으로 구성된 입출력 라이트부의 동작을 설명한다.

  먼저, DINST 신호 및 반전된 DINST 신호는 도8에 도시된 클럭화된 인버터(805, 806, 808, 809)의 클럭입력으로 사용
되고 있다. 따라서, DINST 신호가 'L' 인 경우에는 클럭화된 인버터(805, 809)는 동작상태가 되며, 클럭화된 인버터(806,
808)는 플로팅 상태가 된다.

  또한, DINST 신호가 'H' 인 경우에는 클럭화된 인버터(805, 809)는 플로팅 상태가 되며, 클럭화된 인버터(806, 808)는
동작상태가 된다.

  도8에 도시된 입출력 라이트부는 DINST 신호가 'L' 일때 데이터를 미리 가져와 래치하고 있다가, DINST 신호가 'H' 로
활성화되면, 미리 래치하고 있던 데이터를 DINB 라인으로 출력한다.

  즉, EV/OD 신호가 'H' 이고, DINST 신호가 'L' 인 경우에는, 클럭화된 인버터(805)가 동작상태가 되므로, 반전된
DIN_F<0> 신호가 클럭화된 인버터(805)의 출력이 된다.

  하지만, DINST 신호가 'L' 인 경우에, 클럭화된 인버터(808)는 플로팅 상태가 되므로, 클럭화된 인버터(805)의 출력인
반전된 DIN_F<0> 신호는 클럭화된 인버터(808)의 출력에 영향을 주지 못한다.

  그리고, DINST 신호가 'L' 인 경우에, 클럭화된 인버터(809)는 동작상태가 되므로, 턴 온된 클럭화된 인버터(809)는 인
버터(810)와 더불어 DINB<0> 라인의 값을 현재상태로 유지하는 래치 역할을 한다.

  다음으로, DINST 신호가 'L'에서 'H'로 활성화되면, 클럭화된 인버터(806) 및 클럭화된 인버터(808)는 동작상태가 되고,
클럭화된 인버터(805) 및 클럭화된 인버터(809)는 플로팅 상태가 된다.

  이와같이, 클럭화된 인버터(808)가 동작 상태가 되므로, 클럭화된 인버터(805)의 출력이었던 반전된 DIN_F<0> 신호는
클럭화된 인버터(808)로 입력되며, 클럭화된 인버터(808)는 DIN_F<0> 신호를 출력한다.

  또한, DINST 신호가 'L'에서 'H'로 활성화되면, 클럭화된 인버터(806)가 동작상태가 되므로, 클럭화된 인버터(806)는 인
버터(807)와 더불어 클럭화된 인버터(808)를 구동한다. 결과적으로, DINB<0> 라인에는 인버터(810)를 거쳐서 반전된
DIN_F<0> 신호가 실리게 된다.

  다시, DINST 신호가 'H'에서 'L'로 천이하는 경우에는, 클럭화된 인버터(809)가 동작상태가 되므로, 클럭화된 인버터
(809)는 인버터(810)와 더불어 DINB<0> 라인에 실린 신호를 유지하는 래치역할을 한다.

  이와같이 본 발명의 일실시예에서는 입출력 라이트부의 구성을 스태틱 타입의 회로로 변경하였기 때문에, 종래에 비하여
전류소모를 감소시킬 수 있으며, 대칭적으로 레이아웃 하여햐 하는 번거로움도 피할 수 있는 장점이 있다.

  이하, 도5 내지 도8을 참조하여, 본 발명의 일실시예에 따른 메모리 소자에서 데이터를 리드하고 라이트 하는 동작에 대
해 살펴보면 다음과 같다.

  먼저, N-1 번째 클럭에서 'H' 데이터를 리드하는 경우에, 셀에 저장된 'H' 데이터는 비트라인 감지증폭기(500)를 거쳐 메
인증폭기(501)의 출력이 되며, 리드동작에서 사용되는 MOB 라인(503)을 통해 입출력 멀티플렉서(506)로 입력된다.

  'H' 데이터를 읽는 리드 동작이므로, 도6에 도시된 입출력 멀티플렉서의 구성에서, MOB<0> 또는 MOB<1> 중 어느 하나
가 클럭화된 인버터(620) 또는 클럭화된 인버터(630)를 통과하여 입출력 멀티플렉서의 출력이 된다. 그리고 입출력 멀티
플렉서의 출력단에 구비된 래치(640)는 바로 이 'H' 데이터를 래치하고 있게 된다.

  이와같은 리드동작시에 클럭화된 인버터(620) 또는 클럭화된 인버터(630) 중 어느 하나가 동작상태가 되어도, MOB 라
인은 클럭화된 인버터를 구성하고 있는 트랜지스터들의 게이트단으로 입력되므로, MOB 라인과 래치(640)간의 전하공유
현상을 발생하지 않는다.

  다음으로 N 번째 클럭에서 'L' 데이터를 라이트 하는 경우에는, 'L' 데이터는 데이터 입력 드라이버(미도시)를 통해 입출
력 라이트부(507)로 입력되며, 입출력 라이트부(507)는 입력된 데이터를 DINB 라인(504)으로 출력한다. DINB 라인
(504)에 실린 입력데이터는 라이트 드라이버(502)로 입력된 후, 비트라인 감지증폭기(500)를 거쳐 셀에 저장된다.

  라이트 동작이므로 WT 신호는 'H' 이며, 도6에 도시된 낸드게이트(606, 607)의 출력은 모두 'H' 가 된다. 따라서, 클럭화
된 인버터(620, 630)의 출력은 모두 플로팅 상태가 되므로 래치(640)의 출력에 영향을 주지 못한다. 그러므로 래치(640)
는 N-1 번째 클럭에서 리드하였던 'H' 데이터를 그대로 래치하고 있다.
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  다음으로 N+1 번째 클럭에서 'L' 데이터를 리드하는 경우에, 셀에 저장된 'L' 데이터는 비트라인 감지증폭기(500), 메인
증폭기(501), MOB 라인(503) 및 입출력 멀티플렉서(506)를 경유하여 출력된다.

  리드 동작이므로 입출력 멀티플렉서(506)에 구비된 클럭화된 인버터(608) 또는 클럭화된 인버터(609)는 동작상태가 되
어 MOB 라인(503)에 실린 'L' 데이터를 출력한다.

  이때, 입출력 멀티플렉서의 출력단에 구비된 래치(640)는 N 번째 클럭에서 'H' 데이터를 래치하고 있었는데, N+1 번째
클럭에서는 'L' 데이터를 래치하게 된다.

  이와같은 리드 동작시에 MOB 라인과 래치(640)간의 전하공유가 발생하지 않음은 전술한 바와같기 때문에, 본 발명의 일
실시예에 따른 메모리 소자에서는 리피터(505)를 MOB 라인(503)에 접속하여 사용하더라도 데이터 오류가 발생하지 않는
다.

  또한, 본 발명의 일실시예에 따른 메모리 소자에서는, 글로벌 입출력 라인을 리드 동작시에 사용하는 MOB 라인과 라이
트 동작시에 사용하는 DINB 라인으로 분리하여 사용하였기 때문에, MOB 라인과 DINB 라인을 서로 번갈아 가며 라우팅
(routing)할 수 있어, 종래에 GIO 라인이 토글링(toggling)되면서 생기는 커플링 노이즈(coupling noise)를 감소시킬 수
있다.

  즉, MOB 라인과 DINB 라인을 서로 교변하여 라우팅하게 되면, MOB 라인을 이용한 리드 동작시에, DINB 라인은 'H' 또
는 'L' 로 고정된 값을 가지고 있으므로, 매우 우수한 쉴딩(shilding)효과를 가질 수 있으며, 이는 곧, 커플링 잡음 면역성이
특히나 약한 리피터의 커플링 잡음 면역성(Coupling Noise Immunity)을 증가시킬 수 있다.

  본 발명의 일실시예에서는 MOB 라인에만 리피터를 접속하여 사용하여 신호전달속도의 증가를 이루었지만, DINB 라인
에도 리피터를 접속하여 사용하여도 역시 신호전달 속도의 증가를 얻을 수 있다.

  이상에서 설명한 바와 같이 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명이 기술적 사
상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능함이 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을
가진 자에게 있어 명백할 것이다.

발명의 효과

  본 발명을 메모리 소자에 적용하면, 리피터 사용으로 인한 데이터 오류를 방지할 수 있으며, 스태틱 타입의 입출력 라이
트부를 사용하므로 전류소모를 줄일 수 있는 장점이 있다. 또한, 리드동작시에 사용되는 MOB 라인과 라이트 동작시에 사
용되는 DINB 라인을 서로 교변하여 라우팅하게 되면, 커플링 노이즈 면역성을 증가시킬 수 있어 안정적인 동작이 가능하
다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  비트라인 감지 증폭기의 출력을 입력받아 이를 증폭하여 제 1 데이터 라인으로 출력하는 메인 증폭기;

  상기 제 1 데이터 라인에 접속된 입출력 멀티플렉서;

  상기 제 1 데이터 라인에 접속된 리피터;

  쓰기 데이터를 입력받아 이를 제 2 데이터 라인으로 출력하는 입출력 라이트부; 및

  상기 제 2 데이터 라인에 접속되어 상기 제 2 데이터 라인에 실린 데이터를 상기 비트라인 감지증폭기로 출력하는 라이트
드라이버

  를 포함하여 이루어진 메모리 소자.

청구항 2.

  제 1 항에 있어서,

  상기 입출력 멀티플렉서는,

  상기 제 1 데이터 라인이 입력되는 클럭화된 인버터와 상기 클럭화된 인버터의 출력단에 접속된 래치를 포함하여 구성되
며, 상기 래치에 저장된 데이터와 상기 제 1 데이터 라인간의 전하공유를 방지하는 것을 특징으로 하는 메모리 소자.
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청구항 3.

  제 2 항에 있어서,

  상기 입출력 멀티플렉서는,

  어드레스 신호와 모드신호 및 라이트 동작시에 활성화되는 신호를 입력받아 상기 클럭화된 인버터를 제어하기 위한 제어
신호를 출력하는 제어부;

  상기 제 1 데이터 라인이 입력되는 클럭화된 인버터; 및

  상기 클럭화된 인버터의 출력단에 구비된 래치

  를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 메모리 소자.

청구항 4.

  제 3 항에 있어서,

  상기 제어부는,

  어드레스 신호를 입력받아 이를 반전시켜 출력하는 제 1 인버터;

  모드선택을 위한 모드신호와 상기 제 1 인버터의 출력을 입력받는 제 1 낸드게이트;

  모드 신호와 어드레스 신호를 입력받는 제 2 낸드게이트;

  라이트 동작시에 활성화되는 신호를 입력받아 이를 반전하여 출력하는 제 2 인버터;

  상기 제 2 낸드게이트의 출력을 반전하여 출력하는 제 3 인버터;

  상기 제 1 낸드게이트의 출력을 반전하여 출력하는 제 4 인버터;

  상기 제 2 인버터의 출력과 상기 제 3 인버터의 출력을 입력받는 제 3 낸드게이트; 및

  상기 제 2 인버터의 출력과 상기 제 4 인버터의 출력을 입력받는 제 4 낸드게이트

  를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 메모리 소자.

청구항 5.

  제 1 항에 있어서,

  상기 입출력 라이트부는 클럭화된 인버터를 포함한 스태틱 타입으로 구성되어 있으며, 상기 입출력 라이트부는,

  입력된 데이터를 선택적으로 출력하는 전송게이트부;

  상기 전송게이트부의 출력을 제 2 데이터 라인으로 전달하기 위한 구동부; 및

  상기 전송게이트부와 상기 구동부를 제어하기 위한 신호를 발생하는 제어부

  를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 메모리 소자.

청구항 6.

  제 5 항에 있어서,
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  상기 제어부는,

  데이터 입력 스트로브 신호를 입력받아 이를 반전하여 출력하는 제 10 인버터;

  상기 제 10 인버터의 출력을 반전하여 출력하는 제 11 인버터; 및

  이븐/오드 신호를 입력받아 이를 반전하여 출력하는 제 12 인버터

  를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 메모리 소자.

청구항 7.

  제 6 항에 있어서,

  상기 구동부는

  상기 제 10 인버터 및 제 11 인버터의 출력을 제어신호로 입력받는 제 1 내지 제 4 클럭화된 인버터를 포함하여 구성되
며,

  상기 전송게이트부의 출력을 입력받아 이를 반전하여 출력하는 제 1 클럭화된 인버터;

  상기 제 1 클럭화된 인버터의 출력을 래치하고 있는 제 12 인버터 및 제 2 클럭화된 인버터;

  상기 제 1 클럭화된 인버터의 출력을 반전하여 출력하는 제 3 클럭화된 인버터; 및

  상기 제 3 클럭화된 인버터의 출력을 래치하고 있는 제 13 인버터 및 제 4 클럭화된 인버터

  를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 메모리 소자.

청구항 8.

  제 1 항에 있어서,

  상기 제 2 데이터 라인에 접속된 리피터

  를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 메모리 소자.

청구항 9.

  제 1 항에 있어서,

  상기 제 1 데이터 라인와 제 2 데이터 라인는 서로 교변하여 라우팅되는 것을 특징으로 하는 메모리 소자.

도면

도면1
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도면2

도면3

도면4
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도면5

도면6

도면7
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도면8
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